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【はじめに】シリコンフォトニクスに向けた発光デバイスを実現するため、シリコン(Si)をベースと

した波長 1.5μm 帯での発光材料の開発が不可欠である。我々は酸化珪素(SiOx)にエルビウム(Er)を

添加した材料を形成し、波長 1.5μm 帯での発光を確認したので報告する。 

【実験】真空蒸着法により、Si 基板上に一酸化珪素(SiO)と Er を同時に加熱蒸着した後、乾燥空気

中で温度をパラメータとしてアニールを行った。作製した試料を用いて、室温において HeNe レーザ

(波長 633nm)の励起によりフォトルミネッセンス(PL)測定を行った。 

【結果】図 1に各アニール温度における発光スペクトルを示す。波長 1.53μm 付近でピークを有する

発光を確認した。また、アニール温度依存性においては、550℃の時に最も強い発光が得られており、

Ⅲ-Ⅴ族半導体に比べて遜色のない発光強度を示している。このアニール温度依存性は、熱処理によ

り Er の光学的活性度が変化したことと、SiO の酸化によりバンド構造や吸収係数が変化し、励起光

の吸収率が変化したことが要因であると考えられる。また、現在、同様の試料を用いて電流注入によ

る発光を試みており、結果については当日報告する。 
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図 1 発光スペクトルの測定結果 
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